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AMPLIFICATEUR HAUTE TENSION.

@ Linvention concerne un amplificateur haute tension
comprenant: des premier et deuxiéme transistors en cas-
code (102, 104) adaptés a générer un signal de sortie
(Vour) sur la base d'un premier signal de tension (Vg )
ayant une premiere plage de tension, et d'un deuxieme si-
gnal de tension (Vgy) ayant une plage de tension décalée
par rapport a la premiere plage de tension, le signal de sor-
tie ayant une deuxiéme plage de tension supérieure a la
premiere plage de tension; et un générateur d'impulsions
(128) comprenant un filtre passe-haut passif adapté a géné-
rer des impulsions de tension sur la base d'au moins l'un
des premier et deuxiéme signaux de tension et a fournir les
impulsions de tension a un noeud de commande d'au moins
I'un des premier et deuxieme transistors.
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AMPLIFICATEUR HAUTE TENSION

Domaine

La présente description concerne le domaine des ampli-
ficateurs a haute tension et des procédés de génération de
signaux a haute tension.

Exposé de 1l'art antérieur

Dans certaines applications il peut étre nécessaire de
générer un signal de tension ayant une plage de tension supé-
rieure a la tension de fonctionnement autorisée de la techno-
logie de transistors utilisée. Par exemple, dans la technologie
CMOS 65 nm, la tension appliquée entre les bornes des tran-
sistors ne doit pas de facon générale dépasser 1,2 V, alors
qu'on peut souhaiter générer un signal de tension ayant une
plage de tension supérieure.

Une solution qui a été proposée consiste a utiliser
une technique de transistors en cascode. Cependant, bien qu'une
telle technique fonctionne bien lorsque la tension d'entrée est
statique, des transitions de la tension d'entrée entre les
niveaux bas et haut peuvent provogquer des pointes de tension aux
bornes de 1'un ou des deux transistors en cascode qui
correspondent & une surtension, en d'autres termes une tension
dépassant les limites de tension autorisées de la technologie de

transistors. Bien que cela pulsse ne pas provoquer une défail-
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lance immédiate des transistors, dans le temps il y aura une
dégradation de leurs performances, ce qui conduit a une durée de
vie limitée.

I1 existe donc un besoin dans la technique d’un ampli-
ficateur haute tension qui empéche ou qui au moins réduise
partiellement les surtensions, et ayant une faible surface et/ou

une relativement faible consommation d'énergie.

Résumé

Un objet de modes de réalisation de 1la présente
description est de résoudre au moins partiellement un ou
plusieurs besoins de l'art antérieur.

Selon un aspect, on prévoit un amplificateur haute
tension comprenant : des premier et deuxiéme transistors en
cascode adaptés a générer un signal de sortie sur la base d'un
premier signal de tension ayant une premiere plage de tension,
et d’un deuxieme signal de tension ayant une plage de tension
décalée par rapport a la premiere plage de tension, le signal de
sortie ayant une deuxiéme plage de tension supérieure a la
premiere plage de tension ; et un générateur d'impulsions
comprenant un filtre passe-haut passif adapté a générer des
impulsions de tension sur la base d'au moins 1'un des premier et
deuxieéme signaux de tension et a fournir les impulsions de
tension a un noeud de commande d'au moins 1'un des premier et
deuxieme transistors.

Selon un mode de réalisation, le filtre passe-haut
passif est adapté & générer les impulsions de tension sur la
base seulement du premier signal de tension et & fournir les
impulsions de tension aux noeuds de commande des premier et
deuxieme transistors.

Selon un mode de réalisation, 1’amplificateur haute
tension comprend en outre : un premier tampon adapté a générer
le premier signal de tension sur la base d'un signal d'entrée ;
un dispositif de décalage de niveau adapté a décaler la plage de

tension du signal d'entrée pour générer un signal décalé en
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tension ; et un deuxiéme tampon adapté a générer le deuxiéme
signal de tension sur la .base du signal décalé en tension.

Selon un mode de réalisation, 1’amplificateur haute
tension comprend en outre : un premier inverseur ayant une
entrée couplée de fagon a recevoir le premier signal de tension
et une sortie couplée a un premier noeud de courant principal du
premier transistor ; un deuxieme inverseur ayant une entrée
couplée de fagon a recevoir le deuxiéme signal de tension, et
une sortie couplée a un premier noeud de courant principal du
deuxiéme transistor ; et un noeud de sortie couplé a des deu-
xiémes noeuds de courant principaux des premier et deuxiéme
transistors.

Selon un mode de reéalisation, 1’amplificateur haute
tension comprend en outre au moins un autre inverseur couplé
entre une sortie du premier tampon et une entrée du premier
inverseur.

Selon un mode de réalisation, le premier transistor

est un transistor MOS a canal N, le deuxiéme transistor est un
transistor MOS & canal P, et le filtre passe-haut passif est
adapté a : générer des impulsions qui sont positives par rapport
a un niveau de tension intermédiaire dans la deuxiéme plage de
tension en réponse a des fronts montants du premier ou du
deuxieme signal de tension ; et générer des impulsions qui sont
négatives par rapport au niveau de tension intermédiaire dans la
deuxiéme plage de tension en réponse a des fronts descendants du
premier ou du deuxiéme signal de tension.
‘ Selon un mode de réalisation, le filtre passe-haut
passif est un filtre RC comprenant : un premier condensateur
couplé entre une entrée du générateur d'impulsions et le noeud
de commande du premier transistor ; et une premiére résistance
couplée entre le noeud de commande du premier transistor et un
niveau de tension intermédiaire dans la deuxiéme plage de
tension.

Selon un mode de réalisation, le filtre passe-haut

passif comprend en outre : un deuxieme condensateur couplé entre
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l'entrée du générateur d'impulsions et le noeud de commande du
deuxiéme transistor ; et une deuxiéme résistance couplée entre
le noeud de commande du deuxieme transistor et le niveau de
tension intermédiaire.

Selon un autre aspect, on prévoit un modulateur pho-
tonique comprenant 1’amplificateur haute tension susmentionné.

Selon un autre aspect, on prévoit un procédé pour
générer un signal a haute tension comprenant : générer une
tension de sortie par des premier et deuxiéme transistors en
cascode sur la base d'un premier signal de tension ayant une
premiére plage de tension et d'un deuxiéme signal de tension
ayant une plage de tension décalée par rapport a la premiére
plage de tension, le signal de sortie ayant une deuxieme plage
de tension supérieure a la premiére plage de tension ; générer,
par un filtre passe-haut passif d'un générateur d'impulsions,
des impulsions de tension sur la base d'au moins 1'un des
premier et deuxieme signaux de tension ; et fournir les impul-
sions de tension a un noeud de commande d'au moins 1'un des pre-
mier et deuxieme transistors.

Bréve description des dessins

Les caractéristiques et avantages susmentionnés, et
d'autres, apparaitront clairement a la lecture de la description
détaillée suivante de modes de réalisation, donnés a titre
d'illustration et non de limitation, en faisant référence aux
dessins joints dans lesquels :

| la figure 1 illustre schématiquement un amplificateur
haute tension selon un exemple de réalisation de la présente
description ;

la figure 2 est un chronogramme illustrant des signaux
dans le circuit de la figure 1 selon un exemple de réalisation ;

la figure 3A 1illustre schématiquement un générateur
d'impulsions derla figure 1 plus en détail selon un exemple de

réalisation ;
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la figure 3B illustre schématiquement le générateur
d'impulsions de 1la figure 1 plus en détail selon autre un
exemple de réalisation ; '

la figure 4 illustre schématiquement un amplificateur
haute tension selon un autre exemple de réalisation de la
présente description ; et

la figure 5 illustre schématiquement un systéme de
transmission optique comprenant un amplificateur haute tension
selon un exemple de réalisation de la présente description.

Description détaillée

La figure 1 illustre un amplificateur haute tension
100 selon un exemple de réalisation. Un tel amplificateur est
par exemple utilisé pour piloter un dispositif (non illustré en
figure 1) qui doit étre piloté par une tension élevée, en
d'autres termes une tension supérieure a la limite de tension
normale de la technologie de transistors concernée. Par exemple,
dans le cas d'une technologie CMOS a 65 nm, la limite de tension
normale est généralement d'environ 1,2 V.

En outre, dans certains modes de réalisation décrits
plus en détail ci-apres, 1’amplificateur haute tension est adapté a
fonctionner a des fréquences relativement élevées, par exemple a
des frégquences comprises entre 5 et 10 GHz. Par exemple,
1"amplificateur haute tension est utilisé pour piloter un dispo-
sitif photonique, ou un convertisseur de tension pour des
signaux de données d'entrée/sortie d'un circuit intégré.

L’amplificateur 100 comprend deux transistors en
cascode 102, 104, couplés en série par leurs noeuds de conduc-
tion principaux. Le transistor 102 est par exemple un transistor
MOS a canal N, et le transistor 104 est par exemple un
transistor MOS a canal P. Les drains des transistors 102, 104
sont couplés a un noeud de sortie 106 de 1’amplificateur, et
fournissent le signal de sortie Vppr.

La source du transistor 102 est couplée a un noeud 108
d'un chemin a basse tension. Le signal transmis suivant le

chemin a basse tension est par éxemple dans la plage de 0 a VDD,
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ou VDD est une tension d'alimentation comprise par exemple entre
1l et 2 V, et dans un exemple est sensiblement a 1,2 V. Le terme
"sensiblement” est utilisé ici pour désigner une tolérance de
plus ou moins .5 pourcent.

Le chemin a basse tension comprend un inverseur 110
ayant sa sortie couplée au noeud 108 et son entrée couplée a un
noeud 112, dans certains modes de réalisation par 1'inter-
médiaire d'un ou plusieurs autres inverseurs 113, pour recevoir
un signal de tension Vgp, fourni par un tampon 114. L'entrée du
tampon 114 est couplée a un noeud d'entrée 116 de 1/ampli-
ficateur, qui regoit un signal de tension d'entrée Viy. Le
tampon 114 comprend par exemple une pluralité d'inverseurs de
tailles différentes couplés en série, le plus petit étant couplé
au noeud d'entrée 116, et les inverseurs devenant de plus en
plus gros en direction de la sortie du tampon 114.

La source du transistor 104 est couplée a un noeud 118
d'un chemin a haute tension. ILe signal transmis suivant le
chemin a haute tension a un niveau décalé par rapport au chemin
a basse tension, et est par exemple dans la plage de VDD a 2VDD.
Dans un exemple, la plage de tension du chemin a haute tension
est sensiblement comprise entre 1,2 et 2,4 V.

Le chemin a haute tension comprend un inverseur 120
ayant son entrée couplée a un noeud 122 recevant un signal de
tension Vgy fourni par un tampon 124. L'entrée du tampon 124 est
couplée a la sortie d'un dispositif de décalage de niveau (LEVEL
SHIFTER) 126. Le tampon 124 comprend par exemple une pluralité
d'inverseurs de différentes tailles couplés en série, le plus
petit étant couplé a la sortie du dispositif de décalage de
niveau 126, et les inverseurs devenant progressivement de plus
en plus gros en direction de la sortie du tampon 124. Le
dispositif de décalage de niveau 126 est a son tour couplé au
noeud d'entrée 116, et décale la plage de tension du signal
d'entrée Viy vers la plage de tension du chemin & haute tension.

Par exemple, le dispositif de décalage de niveau 126 décale le



10

15

20

25

30

3023412

B13374 - DD15195ST

7

signal d'entrée Vyy de sensiblement le niveau de la tension
d'alimentation VDD.

Les noeuds de commande des transistors 102, 104 sont
pilotés par un générateur d'impulsions (PULSE GEN) 128. Par
exemple, la grille du transistor 102 est couplée & une ligne de
sortie 130 du générateur d’impulsions 128, et 1la grille du
transistor 104 est couplée a une 1ligne de sortie 132 du
générateur d’impulsions 128. Dans des variantes de réalisation,
les grilles des transistors 102, 104 pourraient étre pilotées
par la méme ligne de sortie du générateur d’impulsions 128.

Le générateur d’impulsions 128 comprend par exemple un
filtre passe-haut passif, en d'autres termes un filtre passe-
haut basé seulement sur des composants passifs, comme des résis-
tances, des condensateurs et/ou des inductances. Par exemple, le
générateur d’impulsions 128 comprend un filtre RC ou un filtre
ILC. Le générateur d’impulsions 128 a par exemple une ligne
d'entrée 134 couplée au noeud 112, et comme cela est représenté
par une ligne en pointillés 136, il peut aussi avoir une autre
ligne d'entrée couplée au noeud 122. Le générateur d’impulsions
128 est par exemple en outre couplé a la tension d'alimentation
VDD, et génere un signal de tension généralement a VDD, mais
avec des impulsions de tension positives sur des fronts montants
du signal de tension Vg, et/ou Vgy, et des impulsions négatives
sur des fronts descendants du signal de tension Vg, et/ou Vgy.

Le fonctionnement du circuit de 1la figure 1 va
maintenant é&tre décrit plus en détail en référence a la figure
2.

La figure 2 représente des chronogrammes 202, 204 et
206.

Le chronogramme 202 illustre un exemple des signaux de
tension Vg, et Vgy, dans le cas ou les signaux de tension sont
sensiblement des ondes carrées, et le chemin a basse tension est
dans la plage de tension de 0 a VDD et le chemin a haute tension

est dans la plage de tension de VDD a 2VDD. Comme cela est
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illustré, les signaux Vg, et Vgy sont par exemple synchronisés
entre eux. ,

, Le chronogramme 204 illustre un exemple du signal
d’ impulsions correspondant généré par le générateur d’impulsions
128 sur la ligne 130 et/ou 132 sur la base du signal Vg, et/ou
Vgy. Ce signal a par exemple un niveau en courant continu de VDD
ou d'une tension quelconque permettant au transistor d'étre
commuté sans étre endommagé. Le signal d’impulsions comprend
aussi des impulsions hautes 208 survenant sur les fronts mon-
tants des signaux Vg, Vgy, et des impulsions basses 210 surve-
nant sur les fronts descendants des signaux Vg, Vgy. Chaque
impulsion a par exemple une amplitude comprise entre 0,1 et 1 V
et une durée comprise entre un dixieme et la moitié de 1la
période de bit.

Un chronogramme 206 illustre un exemple du signal de
sortie correspondant Vgyr, qui a des transitions, sur des fronts
montants des signaux Vgp, et Vgy, d’un niveau haut situé a 2VDD,
ou a proximité, vers un niveau bas situé a 0 V ou a proximité,
et sur des fronts descendants des signaux Vgp, et Vgy, d'un
niveau bas situé a 0 V, ou a proximité, vers un niveau haut
situé a 2VDD ou a proximité.

Le chronogramme 206 illustre aussi la tension source-
drain VDSp illustrée en figure 1 du transistor PMOS 104, qui est
en général comprise entre 0 V et VDD. Cependant, les portions en
pointillés en figure 2 représentent des pointes de tension
positives et négatives qui pourraient survenir & chaque front
montant ou descendant des signaux Vgp, et Vgy si le générateur
d'impulsions 128 n'était pas présent. En effet, les pics
positifs résultent d'un retard pour amener la tension sur le
noeud de sortie 106 au niveau haut de 2VDD, aprés que le noeud
118 a déja atteint le niveau de 2VDD, et les pics négatifs
résultent d'un retard pour amener la tension sur le noeud de
sortie 106 au niveau bas de 0 volt, aprés que le noeud 118 a
déja été réduit a VDD.
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En appliquant des impulsions négatives au noeud de
commande du transistor 104 sur les fronts descendants des
signaux Vgy, et Vgy, la conduction du transistor peut étre
augmentée, provoquant ainsi une augmentation plus rapide de' la
tension sur le noeud de sortie 106. Les pointes de tension posi-
tives dans la tension VDSp sont ainsi sensiblement ou complete-—
ment supprimées.

En appliquant des impulsions positives sur le noeud de
commande du transistor 102 sur les fronts montants des signaux
Vgr, et Vgy, la conduction du transistor 102 peut étre augmentée,
entrainant ainsi une diminution plus rapide de la tension sur le
noeud de sortie. Les pointes de tension négatives dans 1la
tension VDSp sont ainsi sensiblement ou completement supprimées.

Dans certaines modes de réalisation, seules les impul-
sions négatives 210 pourraient étre générées par le générateur
d’ impulsions 128 et appliquées au noeud de commande du tran-
sistor 104. ‘

La figure 3A illustre schématiquement plus en détail
le générateur d’impulsions 128 selon un exemple de réalisation
dans lequel il est mis en oeuvre par un filtre RC. Le générateur
d’ impulsions 128 comprend par exemple un condensateur 302 couplé
entre la ligne d'entrée 134 et la ligne de sortie 130, et une
résistance 304 couplée entre la ligne de sortie 130 et la ten-
sion d'alimentation VDD. Le générateur d’impulsions 128 comprend
aussi par exemple un autre condensateur 306 couplé entre la
ligne d'entrée 136 et la ligne de sortie 132, et une autre
résistance 308 couplée entre la ligne de sortie 132 et la
tension d'alimentation VDD. Bien que les résistances 304, 308
solent couplées a la tension d'alimentation VDD, dans des
variantes de réalisation, elles pourraient é&tre couplées a une
tension intermédiaire alternative dans la plage de tension de la
tension de sortie Vgyur. '

Les condensateurs 302 et 306 ont chacun par exemple

une capacité comprise entre 10 et 100 fF, et les résistances ont
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chacune par exemple une résistance comprise entre 500 ohm et 2
kilo-ohms. A

La figure 3B illustre schématiquement le générateur
d’ impulsions 128 selon un autre exemple de réalisation similaire
a celul de la figure 3A, et les éléments similaires portent les
mémes références et ne seront pas décrits de nouveau en détail.
Toutefois, dans le circuit de la figure 3B, 11 n'y a pas de
ligne d'entrée 136; et a la place le condensateur 306 est couplé
entre la ligne d'entrée 134 et la ligne de sortie 132.

Dans une variante de réalisation de la figure 3B, le
condensateur 306 et la résistance 308 pourraient étre omis, et
les deux transistors pourraient étre couplés a la méme ligne de
sortie 130 du générateur d’impulsions 128. Un avantage de 1l'uti-
lisation d'un filtre séparé pour chaque branche est que la
capacité de chaque condensateur peut étre choisie pour s'adapter
au transistor 102, 104 respectif. y

La figure 4 illustre schématiquement un amplificateur
haute tension 400 selon une variante d’exemple de réalisation.
L’amplificateur 400 est treés similaire & 1’amplificateur 100 de
la figure 1, et les éléments similaires portent les mémes
références et ne seront pas décrits de nouveau en détail.

Dans l'exemple de la figure 4, un inverseur 402 est
disposé entre le noeud d'entrée 116 et 1l'entrée du tampon 114.
Le dispositif de décalage de niveau 126 est couplé a la sortie
de l'inverseur 402.

Un exemple du circuit mettant en oeuvre le dispositif
de décalage de niveau 126 est représenté en figure 4, et
comprend un condensateur 404 couplé entre la sortie de
1'inverseur 402 et un noeud 406. Deux inverseurs 408, 410 sont
couplés de fagon croisée entre le noeud 406 et un noeud de
sortie 412 du dispositif de décalage de niveau. Les tensions
d'alimentation des inverseurs 408 et 410 sont par exemple VDD et
2VDD, de sorte que le condensateur 404 et les inverseurs 408,
410 ensemble décalent positivement le niveau continu du signal

d'entrée du niveau de VDD.
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Dans l'exemple de la figure 4, le générateur d’impul-
sions 128 est mis en oeuvre par le circuit de la figure 3B,
recevant seulement le signal Vgp' a partir d'une sortie du
tampon 114. Le signal Vgp' est par exemple fourni a l'entrée du
générateur d’impulsions 128 par 1l'intermédiaire d'un autre
inverseur 414. 7

Les inverseurs 110 et 120 sont aussi illustrés plus en
détail en figure 4, et chacun comprend par exemple un transistor
PMOS et un transistor NMOS couplés en série entre les tensions
d'alimentation respectives.

Le retard introduit par les inverseurs 113 et 110 est
par exemple choisi sensiblement égal au retard introduit par
1'inverseur 414 et le générateur d’impulsions 128. En outre, le
retard introduit par le tampon 114 et les inverseurs 113 et 110
est par exemple choisi sensiblement égal au retard introduit par
le dispositif de décalage de niveau 126, le tampon 124 et
1'inverseur 120.

La figure 4 illustre aussi un condensateur 418, qui
est par exemple couplé entre les noeuds de source 108 et 118 des
transistors 102, 104 pour lisser la tension appliquée aux bornes
de ces transistors.

La figure 5 illustre schématiquement un systéme de
transmission optique selon un exemple de réalisation. Le systeme
500 est par exemple intégré sur une puce, et comprend un
modulateur optique (OPTICAL MODULATOR) 502 qui transmet un
signal optique par 1'intermédiaire d'un guide d'onde 504 a un
démodulateur optique (OPTICAL DEMODULATOR) 506. Le modulateur
optique 502 comprend par exemple un modulateur en anneau (non
illustré en figure 5) ayént une fréquence d'oscillation variable
par l'intermédiaire du niveau du signal de tension Vg qu'on lui
applique. Le signal de tension V- a par exemple une plage de
tension d'au moins 2 V, par exemple de 2,2 V ou plus. Le
modulateur optique 502 regoit 1le signal de tension V¢ par
l'intermédiaire d'un pilote de modulateur photonique (DRIVER)

508, qui comprend par exemple le circuit de la figure 1 ou de la
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figure 4, et génere la tension Ve sur la base d'un signal
d'entrée DATA. Le signal de données DATA a par exemple un débit
binaire compris entre 10 et 20 Gb/s.

Un avantage des modes de réalisation décrits ici est
que, en prévoyant un générateur d’impulsions constitué d'un
filtre passe-haut passif, on peut réduire ou éviter completement
une surtension aux bornes des transistors d'un amplificateur
haute tension, sans augmenter fortement la surface ou la consom-
mation du circuit. “

Avec la description ainsi faite d'au moins un mode
illustratif, divérses altérations, modifications et amélio-
rations apparaitront facilement a l'homme de 1l'art.

Par exemple, bien que 1l'on ait décrit des circuits
amplificateurs comprenant un chemin a haute tension et un chemin
a basse tension, il sera clair pour l'homme de l'art que dans
des variantes de réalisation un ou plusieurs chemins addition-
nels pourraient étre ajoutés afin de générer des niveaux de
tension de sortie encore plus élevés.

En outre, bien que la plage de tension dans chacun des
chemins & haute et & basse tension dans les modes de réalisation
décrits soient égale a la tension d'alimentation VDD, dans des
variantes de réalisation, d'autres plages seraient possibles. En
outre, il sera aussi clair pour l'homme de 1l'art que la tension
d'alimentation VDD dans les divers modes de réalisation pourrait
étre a un niveau quelconque, par exemple entre 1 et 2 V, et
plutdét que d'étre a 0 V, la tension de masse pourrait étre une
tension d'alimentation a un niveau de tension différent, comme
un niveau négatif.

En outre, bien qu'on ait décrit ici des transistors en
technologie MOS, dans des variantes de réalisation on pourrait
utiliser d'autres technologies de transistors, comme la
technologie bipolaire.

Enrdutre, il sera clair pour l'homme de l'art que les

divers éléments décrits en relation avec les divers modes de
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réalisation pourraient é&tre combinés, dans des variantes de

réalisation, selon des combinaisons quelconques.
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REVENDICATIONS

1. Amplificateur haute tension comprenant

des premier et deuxieme transistors en cascode (102,
104) adaptés a générer un signal de sortie (Vpoyr) sur la base
d'un premier signal de tension (Vg, Vgr') ayant une premiere
plage de tension, et d’un deuxiéme signal de tension (Vgy, Vgy')
ayant une plage de tension décalée par rapport a la premiére
plage de tension, le signal de sortie ayant une deuxiéeme plage
de tension supérieure a la premiére plage de tension ; et

un générateur d'impulsions (128) comprenant un filtre
passe-haut passif adapté a générer des impulsions de tension sur
la base d'au moins l1l'un des premier et deuxieme signaux de
tension et a fournir les impulsions de tension a un noeud de
commande d'au moins l'un des premier et deuxiéme transistors.

2. PAmplificateur haute tension selon la revendication
1, dans lequel le filtre passe-haut passif est adapté a générer
les impulsions de tension sur la base seulement du premier
signal de tension (Vg, Vgr,') et a fournir les impulsions de
tension aux noeuds de commande des premier et deuxiéme
transistors (102, 104).

3. Amplificateur haute tension selon la revendication
1 ou 2, comprenant en outre

un premier tampon (114) adapté a générer le premier
signal de tension (Vgr, Vgr') sur la base d'un signal d'entrée
(V1y) 7

un dispositif de décalage de niveau (126) adapté a
décaler la plage de tension du signal d'entrée pour générer url
signal décalé en tension ; et

un deuxiéme tampon (124) adapté a générer le deuxiéme
signal de tension (Vgy) sur la base du signal décalé en tension.

4. BAmplificateur haute tension selon la revendication
3, comprenant en outre

un premier inverseur (110) ayant une entrée couplée de

facon a recevoir le premier signal de tension et une sortie
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couplée a un premier noeud de courant principal du premier
transistor (102) :

un deuxieme inverseur (120) ayant une entrée couplée
de facon a recevoir le deuxiéme signal de tension, et une sortie
couplée a un premier noeud de courant principal du deuxiéme
transistor (104) ; et

un noeud de sortie (106) couplé a des deuxiémes noeuds
de courant principaux des premier et deuxieéme transistors.

5. Amplificateur haute tension selon la revendication
4, comprenant en outre au moins un autre inverseur (113) cbuplé
entre une sortie du premier tampon et une entrée du premier
inverseur (110).

6. Amplificateur haute tension selon 1l'une quelconque
des revendications 1 a 5, dans lequel le premier transistor est
un transistor MOS & canal N, le deuxiéme transistcor est un
transistor MOS a canal P, et le filtre passe-haut passif est
adapté a

générer des impulsions qui sont positives par rapport
a un niveau de tension intermédiaire (VDD) dans la deuxiéme
plage de tension en réponse a des fronts montants du premier ou
du deuxieme signal de tension ; et

générer des impulsions qui sont négatives par rapport
au niveau de tension intermédiaire (VDD) dans la deuxiéme plage
de tension en réponse a des fronts descendants du premier ou du
deuxiéme signal de tension.

7. Amplificateur haute tension selon 1l'une quelconque
des revendications 1 a 6, dans lequel le filtre passe-haut
passif est un filtre RC comprenant

un premier condensateur (302) couplé entre une entrée
(134, 136) »du générateur d'impulsions (128) et le noeud de
commande du premier transistor (102) ; et

une premiére résistance (304) couplée entre le noeud
de commande du premier transistor (102) et un niveau de tension

intermédiaire (VDD) dans la deuxiéme plage de tension.
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8. Amplificateur haute tension selon la revendication
7, dans lequel le filtre passe-haut passif comprend en outre

un deuxieme condensateur (306) couplé entre 1l'entrée
(134, 136) du générateur d'impulsions (128) et le noeud de
commande du deuxiéme transistor (104) ; et

une deuxieme résistance (308) couplée entre le noeud
de commande du deuxiéme transistor (102) et le niveau de tension
intermédiaire (VDD).

9. Modulateur photonique comprenant l’amplifiéateur
haute tension de 1l'une quelconque des revendications 1 a 8.

10. Procédé pour générer un signal a haute tension
comprenant

générer une tension de sortie par des premier et
deuxieme transistors en cascode (102, 104) sur la base d'un pre-
mier signal de tension (Vgr, Vgr') ayant une premiere plage de
tension et d'un deuxiéme signal de tension (Vgy, Vgyr') ayant une
plage de tension décalée par rapport a la premiére plage de
tension, le signal de sortie ayant une deuxiéme plage de tension
supérieure a la premiere plage de tension ; ’

générer, par un filtre passe-haut passif d'un géné-
rateur d'impulsions (128), des impulsions de tension sur la base
d'au moins 1l'un des premier et deuxieme signaux de tension ; et

fournir les impulsions de tension & un noeud de

commande d'au moins l'un des premier et deuxieme transistors.
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